FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation

Analoge IS und N-Kanal-Feldeffekttransistoren
auf Gallium-Arsenid-Basis
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Bild 1: Uberblick iiber die Anwendungen von GaAs-Substraten

AnschluBbelegung fiir Transistoren (Beispiele)

o CF 300 (Bild 2): Sehr gute Inter-
modulationseigenschaften, dies-
beziiglich z.T. selektierte Exem-
plare erhiltlich, etwa 5,50 DM

e CFY 19 (Bild 3): CEREC-Ge-

hduse, diesem Typ 1um

bei
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Gate-Length, etwa 29 DM

e MGF 1502 (Bild4): FET im Pla-
stikgehduse, geringes Rauschen
im VHF/UHF-Bereich (F =
1,5 dB bei 4GHz; P,, max.
300 mW), etwa 20 DM
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Bild 2: AnschluBbelegung CF 300 Bild 3: MaRbild und Anschluf3-

Kurzcharakteristik

Monolithisch integrierte oder dis-
krete Analogbauelemente der Mikro-
wellentechnik mit semiisolierendem
Substrat

Im Vergleich zu Si nimmt bei GaAs
die Elektronenbeweglichkeit bei ge-
ringer Feldstdrke bis um den Fak-
tor 10 zu und geht bei erhohter Feld-
stirke bis auf das Doppelte zuriick
(sog. Velocity Overshoot).

Sehr hohe Resistenz gegen ionisie-
rende Strahlung

Einsetzbar bei sehr hohen Tempera-
turen (200...300 °C)

Einsatz analoger IS als Empfinger,
Operationsverstirker sowie in AD-
Wandlern

Einsatz von Transistoren in Bau-
gruppen der Satelliten-Empfangs-
technik (AuBenbaugruppe), Satelli-
ten-Sendetechnik, GHz-MeBtechnik
sowie Radartechnik

Entscheidende GréB8e bei hochsten
Frequenzen ist die Linge des Gates
(Gate-Length).
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Bild 4: AnschluBbelegung

belegung firr CFY 19 MGF 1502
Kennwerte fiir analoge IS (bei Uy =4,5V und R =R, =500)
Typ Ug I f Ac AAg F Uy Gehiuse
vl [mA] [MHz] {dB] {dB] {dB] {fmV]
CGY20 2-6 75 40— 860 10,5 1,2 3<5 350 TO-39
CGY20A 3-6 75 40- 860 10,5 1,2 3<5 240 TO-39
CGY20B 3-6 100 40- 860 9 1,5 4<6 280 TO-39
CGY21 3-6 180 40- 860 22 1 37<5 350 TO-12
CGY21A 3-6 180 40— 860 22 1 3,7<5 240 TO-12
CGY21B 3-6 225 40- 860 19 1 45<6 280 TO-12
CGY30 3-6 75 8001800 9 1,3 3<4 350 TO-39
CGY30A 3-6 75 800-1800 9 1,3 3<4 240 TO-39
CGY30B 3-6 100 800-1800 8 1,5 38<5 280 TO-39
CGY31 3-6 180 800-1800 19 1 38<5 350 TO-12
CGY31A 3-6 180 8001800 19 1 38<5 240 TO-12
CGY31B 3-6 225 800-1800 16,5 1 45<6 280 TO-12
CGY40 3-5,5 60 800-1 800 9 0,9 3<4 320 CEREC

Uy Betriebsspannung, [ Betriebsstrom, Ag offene Schleifenverstirkung, Uy Ausgangsspannung filr 60 dB IM-Abstand, gemessen nach der Zweiton-
methode (806 MHz/810 MHz) Hersteller: Siemens
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Grenz- und Kennwerte fiir N-Kanal-FETs

Typ Ubs I, P,y Y, beilps/Uhs Ac Fbeif Ip Ips bei Upg Gehiuse  Anwen- Her-
max. max. [Mmax. ——e————— — dung steller
vl {mA] [mW] [mS}] [mA] [dB] [dB] [GHz] [mA] [mA] vl
vl
MESFET-Tetroden
CF100 10 80 200 20 10 21 1,5 08 110 10-80 5 TO-50 1,3 T
CF100S 10 80 200 20+5 10 21 1,17 08 10 10-80 5 TO-50 1,3 T
CF121 10 80 200 20 10 21 20 08 10 10-80 5 TO-50 2,3 T
CF221 10 80 200 20 10 17 35 08 10 10-80 5 TO-50 2,3 T
CF300 10 80 200 25 10 23 1,1 08 10 10-80 5 TO-50 2,3 T
CF400 10 80 200 20 10 17 30 08 10 10--80 5 TO-50 2,3 T
CF910S 10 80 200 20%5 10 21 1,1 08 10 10-80 5 SOT-143 2,3 T
CF912 10 80 200 20 10 21 20 08 10 10-80 5 SOT-143 2,3 T
CF922 10 80 200 20 10 17 3,5 08 10 10-80 5 SOT-143 2,3 T
CF930 10 80 200 25 10 23 1,1 0,8 10 10--80 5 SOT-143 2,3 T
CF940 10 80 200 20 10 17 30 038 10 10-80 5 SOT-143 2,3 T
CFK10S 10 80 200 205 10 21 1,1 0,8 10 10-80 5 keram. 2,3 T
CFK12 10 80 200 20 20 21 2,0 08 10 10-80 5 keram. 2,3 T
CFK22 10 80 200 20 10 17 35 08 10 10-80 5 keram. 2,3 T
CFK30 10 80 200 25 10 23 1,1 08 10 10-80 5 keram. 2,3 T
CFK40 10 80 200 20 10 17 30 038 10 10-80 5 keram. 2,3 T
MOSFET-Trioden
CFX13 5 100 300 28 3* 10 10 35 35-100 3 FO-92 1,3 PV
>25 >6,5 30 12 10
CFX21 8 110 500 >20 3* 7 3,5 10 10 50-100 3 FO-92 1,3 P,V
>7 11 40 60-130
CFX30 15 130 1650 60 3* >8 8 50 130-250 3 FO-85 1 PV
>40 >7 11 50
CFX31 15 250 1650 60 3* >8 8 100 130-250 3 FO-85 1 P,V
>40 >7 11 100
CFX32 15 500 2500 120 3* >7 85 180 350 3 FO-85 1 P,V
CFX33 15 1000 5000 240 3* >5 8,5 370 700 3 FO-85 1 P,V
CFY10 5 100 350 35 15 12,5 <18 6 40 keram. 1 S
CFY1l! 5 100 350 35 15 12 <22 6 40 keram. 1 S
CFY12 5 100 350 35 15 11 <27 6 40 keram. 1 S
CFY13 5 100 300 35 15 12 <22 6 40 keram. 1 S
CFY14 5 100 300 30 15 11 <27 6 40 keram. 1 S
CFY15-12 5 100 350 35 15 12 <12 6 40 keram. 1 S
CFY15-15 5 100 350 35 15 11 <15 6 40 keram. 1 S
CFY15-20 5 100 350 35 15 12,5 <1,1 6 15 keram. 1 S
>8 <2,0 12 15
CFY15-23 5 100 350 35 15 12,5 <13 6 15 keram. 1 S
>8 <23 12 15
CFY15-25 5 100 350 35 15 11,5 <1,5 6 15 keram. 1 S
>7 <25 12 15
CFY15-27 S 100 350 35 15 11,5 <15 6 15 keram. 1 S
>7 <27 12 15
CFY17 5 100 300 35 15 12 <12 6 15 keram. 1 S
CFY18-12 5 100 300 35 15 >10,5 <12 6 15 keram. 1 S
CFY18-15 5 100 300 35 15 >10,5 <15 6 15 keram. 1 S
CFY18-20 5 100 300 35 15 12,5 <1,1 6 15 keram. 1 S
>8,5 <2,0 12 15
CFY18-23 5 100 300 35 15 12,5 <13 6 15 keram. 1 S
>8,5 <23 12 15
CFY18-25 5 100 300 35 15 11,5 <1,5 6 15 keram. 1 S
>7,5 <2,5 12 15
CFY18-27 5 100 300 35 15 11,5 <15 6 15 keram. 1 S
>17,5 <2,7 12 15
CFY19 s 100 300 35 15 >95 <18 6 15 keram. 1 S
CFY20 8 100 500 35 5* 16,5 18 4 10 40 5 TO-120 1,3 S
18 4 40
CFY16 5 100 350 35 15 8 24 12 15 keram. 1 S
10,5 12 40

1 fur Mikrowellenverstdrker,

2 fiir gesteuerte Mikrowellenverstirker,
P - Philips, V - Valvo, T - Telefunken, S - Siemens

3 mit geringem Rauschen
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